










# PCB 및 장치 피치별 전도성 컬럼 수 및 전류 용량
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PCB & Device Pitch

Galileo 테스트 소켓

성능

 

연속 전류(리드당*): 5.3A @ 20°c 열 상승

펄스 전류의 1% 작동 주기(리드당*): 
5.3A @ 20°c 열 상승 

 

 

* 측정된 패드 직경(0.28mm) 기준

 25mΩ의 평균 BGA/LGA/QFN(컬럼당, 
장치 피치 기반의 집중 저항성) 

접촉 저항성:

삽입 손실 (S21): 40Ghz @ -1dB 
임피던스: 0.080nH 

 

상승 시간 지연 (TDT): 3개(4mm x 4mm 면적당)

 

Thermal Resistance: 188.1K/W

전기적 특성

 벤치 테스트
 특성화
 고장분석/RMA
 시스템 수준 테스트

적용 분야
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참고: 1) 실험실 측정 데이터. 모든 데이터는 고지 없이 변경될 수 있습니다.


